
パワーデバイスの一貫解析技術

配線長L①

パワーデバイスおよびモジュール各種特性評価（指定条件での各種データ取得）
静特性評価（耐圧・オン抵抗・Ｖｔｈなど）
動特性評価（スイッチング・サージ・短絡試験など）
市場不具合の発生モード検証および再現実験

電気特性評価から故障解析・構造解析まで！
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故障解析

ＥＭＳ/ＯＢＩＲＣＨ
→ＦＩＢ加工
→断面観察

過電圧サージ試験
（上：回路図 右：模式図）

Ｂの深さ方向分析
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リーク箇所のＥＭＳ像

拡散層のＳＩＭＳプロファイル

発光箇所のＳＴＥＭ像裏面ＯＢＩＲＣＨ像
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はんだ接合部のＳＥＭ像 拡散層の光学像（選択エッチング）
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構造解析

接合部断面観察（研磨ＳＥＭ）
拡散層観察
（選択エッチング，
電位コントラスト，ＳＣＭ/ＳＭＭ）
拡散プロファイル（ＳＲ，ＳＩＭＳ）
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